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punkty widzenie:
- konsekwencje: ekonomiczne, spoteczne, polityczne,...
- od wewnagtrz




Rewolucja informatyczna

cena jednego tranzystora mniejsza od ceny
druku jednej litery w ksiazce

=> nanotechnologia
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NANOELECTRONICS

zlewanie sie fizyki, chemii, biologii



Nanostrukturyzacja

Zmniejsza:
-- cene
-- Zuzycie enerqii
-- wWage

zZwieksza:
-- predkosc
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ITLIUS ADGAR LILTENFELYD, OF BROOELYN, NEW YORE
METHOD AND APPABATUS FOR CONTROLLING BEECTRIC CURBENTS

Application filed October 8§, lﬂﬂiﬁ, Serial No. 140,363, and in Canada Geteber 22, 1925,
T claim =—-
1. The method of controlling the flow of
an efectric eurrent in an eleectrically condant-
ing medium of minute ihickness, which eom-
prises subjecting the same to an clectrostatic
miluence to imnpede the flow of said current
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Canada, Patent Office, 1925



Juliusz Edgar Lilienfeld do Marii Sktodowskiej-Curie

Lipsk, 3 maja 1921
Wielce Szanowna Pani
Pozwalam sobie wreczyc ogfoszenie serii nowo rozpoczetej pracy z
zapytaniem czy dana bytaby mozliwos¢ zademonstrowania odnosnych
zjawisk przed publicznosciq francuskg. Sytuacja Polaka w Niemczech

jest takg, Ze o rozwdj stanowiska naukowego trudno — do Polski
przeniesc sig znaczyfoby zrzec sig na Kilka lat naukowej pracy...

Archiwum Muzeum MSC, M/320



Julius Edgar Lilienfeld (1882-1963)

&

Od 1926 w USA

Lilienfeld was born in
Poland, and his
immigration papers
say thar he had brown
& hair and brown eyes,

| was 5 feer 6
inches rall and
weighed 148 pounds.

Phys. Today (11) 104 (1963); (2) 24; (5) 60 (1964); (5) 87 (1988);
C. Kleint, Prog. Surf. Sci. 57, 253 (1998);

M. Suffczynski, Postepy Fizyki 50, 313 (1999).

J. Orton, The Story of Semiconductors (Oxford, 2004), p. 101

- Ur. 1882 i do 1899 we Lwowie
Studia i doktorat 1905 w Berlinie
Profesura 1910-26 w Lipsku



Znaczenie materiatow

Trzy epoki (Europa srodkowa)
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Epoka krzemu

transistors  krzem
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Jan Czochralski (1885-1953)

Ur. 1885 i do 1904 w Kcynii
Praca i studia w Berlinie i Frankfurcie/M

Profesor Wydziatlu Chemii PW (1929-45)
Zmart w 1953 w Kcynii

P. Tomaszewski, Wiadomosci Chemiczne 41, 597 (1987).
A. Pajaczkowska, Postepy Fizyki 51, 146 (2000).
J. Orton, The Story of Semiconductors (Oxford, 2004), p. 56



Uktady scalone — postep przez miniaturyzacje

J. S KILBY
MODULAR ELECTRICAL UNLT
Filed May 28, 1958 3 Sheets-Sheet 1

4 tranzystory 10° tranzystorow
US Patent Office 1958 przetwarzanie i dynamiczne

Nagroda Nobla 2000 przechowywanie informaciji; uP i DRAM



Spoteczna akceptacja technologii

* technologie akceptowalne: np. samochody
6 tys/rocznie ofiar wypadkéw w Polsce; wieksza liczba ofiar spalin

- technologie nieakceptowalne: np. energia jgdrowa
GMO
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Obawy zwigzane z nanotechnologig

Dwa rodzaje nanostruktur o roznych zastosowaniach
| potencjalnych zagrozeniach
(nierozréznialne przez niefachowcow):

1. ,Niezwiazane” nanostruktury (nanoczasteczki)
-- zastosowania: kataliza, medycyna, energia
-- zagrozenia typu DDT, azbestu, ...

2. ,,Zwigzane” nanostruktury — w ukfadzie scalonym
-- zastosowania: ICT
-- zagrozenia ICT
-- rozpowszechnianie terroryzmu, pornografii, ..
-- zagrozenie prywatnosci (wszechobecnosc)
-- zagrozenie zdrowia/zycia (katastroficzne)
zdalna scentralizowana kontrola pojazdow i zdrowia



Przyktady aktywnosci anty-nanotech

Future Technologies,
Today's Choices

Nanctechnology, Artficial Intelligencs and RAobotics;
A tachnical, palitical and institutional map of

Katherine Albrecht
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Demonstracja uliczna w Grenoble

1 lipca’06 demonstracja w Grenoble przeciwko otwarciu MINATEC
,nanotechnologia = nekrologia — przeciw nanoproszkom i nanorobotom”

LE 1er JUIN 2006
TOUTES ET TOLUS
A GRENOBLE

MINATEC !




Scenariusz stabilizacj

e energia jadrowa
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Sity napedowe

-- przemyst rozrywkowy
-- roboty przemystowe
-- 0szczednosc¢ energii (automatyczne sterowanie pojazdami)
-- ciggty dostep do informaciji
-- inteligentny dom/samochéd
-- wieloskalowe obliczenia
-- automatyczne ttumaczenie
-- ochrona zdrowia (automatyczna pielegnacija)
nanoczujniki, nonomechanika (dozowniki)

GHz -2 THz, GIPS-> TIPS, GB =2 TB

Najwazniejsze zastosowania prawdziwie innowacyjne
technologii sq te, ktore dzieki niej powstaty

H. Kroemer, Nobel Lecture’2000



Drogi dalszego rozwoju

 udoskonalanie istniejacych technologii
finansowanie przez przemysft

* technologie nieciggte (nowe technologie)
finansowanie budzetowe



More of Moore challenges: Disruption of

External
research
~2020
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Spintronika = potaczenie mozliwosci ferromagnetykéw
i potprzewodnikow




Prawo Moore’a dla sztywnych dyskow
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Nagroda Nobla’ 2007 - spintronika

Albert Fert (Paris) Peter Grunberg (Julich)

i
i

1/2 ?f the_prize

Yora Czujnik pola magnetycznego
/2 o rize Gigantyczny magnetoopor
' (GMR) — odkryty 1988
w produkcji IBM 1997



Spintronika: nowe pomysty

e bezstratne prady spinowe

] —

1 1

Anli Fromagned

* przemagnesowanie
pradem elektrycznym

(zapis informacji bez czesci

mechanicznych)

ARMR E0Re-50%
satuRion fiaid
10-30 Da



Przemagnesowanie prgdem elektrycznym

fizyka: zmiana momentu spinowego przeptywajacych elektronéw
wytwarza moment sity

J. Slonczewski [IBM], IMMM’96, L. Berger, PRB’96



Logika energooszczedna
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Potprzewodniki ferromagnetyczne
materiaty wielofunkcyjne




Przemagnesowanie polem elektrycznym

(Ga,MriAs 10, Cr/Au

fizyka:
zmiana obsadzenia podpasm
dziur o roznych kierunkach

momentu orbitalnego

. ADjEANISUY
=

Chiba et al. [Tohoku, Warsaw] Nature’09



Konsekwencje
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Wydtuzenie zycia




Postep demokracji

facebook data center in Oregon



Dostepnosé informacji




Dostepnosé informacji
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nferencja Wilkimedia Polska 2011/Zgloszenia prezentacyi 1 warsztatow — Wilamedia http-//plwilamedia org'wili/Konferencja Wilomedia Polsla 2011/Zg%C53%820 SZEIIia_pI’EEIIiEI

Konferencja Wikimedia Polska 2011/Zgloszenia prezentacji 1 warsztatow

Wikimedia Polska, polski cddzial Fimdacji Wikimedia.
= Konferencja Wikimedia Polska 2011

« 2010 - 2012,

I Stroma gliwna I Miejsce I Program Zeglozzone wyklady 1 warsztaty Lista uczestnikow Sprawy erganizacyjne I
" - = = 1 o = Fote t Al "

s b

Konferencja Wikimedia Polska - Wroctaw '2011
18-20 marca 2011

Polski = Bexapyckas * Pycexmi
Na tej strome prezentujemy tematy wykladow, paneli 1 warsztatow zgloszonych organizatorom konferenc)i.
Lista zamkmieta, prosimy nie dopisywad tu nowych prezentac)i Spis tresci

Lacmy szacowany czas wszystkich wystapien okoto 400 minut netto. Trwajg prace nad uporzadkowaniem » 1 Jakub Bartosiak

prezentacji. prosimy nie traktowad jeszeze termindw wszystkich prezentacji jake ostatecznych, bowiem a ? Pawel Potakowski

harmonogram przyjety w ponizszym zestawienm traktowad nalezy weiaZ jeszeze jako wstepny. 3 Robert Nisdswisdzki

4 Norbert Wajtowicz

3 Patrvk Korzeniecki

6 Kamul Andrzejewsk

T Lodewyk Gelauff

8 Michat Buezyaski

9 Annpifi Borgapesxo / Andrj Bondarenko
10 {rezerwa organizatorow)

11 dr Marlena Jankowska

12 Stanislav Koezlovski) (Stanistaw Kozlowski)
13 Pawel Drozd

14 Semper malus

15 Rave

16 Paul Selitskas & Faman Patapezuk (Pawet Selickas i Raman Patapezuk)
17 Notes

1 of6 2011-03-10



Podsumowanie

nanotechnologia u zrodet rewolucji informatycznej
prekursorzy: J.E. Lilienfeld, J. Czochralski

bariery rozwoju

sity napedowe

nanotechnologie przysztosci — nieznane

=» znaczne srodki finansowe na poszukiwania

Potgczenie bogatej fizyki, chemii, biologii, ..
I nowych mozliwos$ci technologicznych

- dalekosiezne zmiany w sposobie
gromadzenia i przekazywania informacji
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